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(57) Abstract: An inventive 

semiconductor device for emitting light 
when applying a voltage comprises: 
a first semiconductor region (3) whose 
conductivity is based on charge carriers 
of a first type of conductivity, e.g. 
electrons; a second semiconductor 
region (5) whose conductivity is based 
on charge carriers of a second type of 
conductivity, e.g. holes, which have 
a charge opposite that of the charge 
carriers of the first type of conductivity 
and; an active semiconductor region 
(7A 7C), which is situated between the 
first semiconductor region (3) and the 
second semiconductor region (5) and in 
which the emission of light occurs, these 
regions being embedded in the quantum 
structures (13, 15) of a semiconductor 
material having a direct band gap in 
at least two different intercoupled 
configurations. In addition, a switching 
device (20) for directly or indirectly 
influencing the current flowing through 
the active semiconductor region 
(7 A 7C) is assigned to the inventive 
semiconductor device and is designed 
for switching back and forth at least 
between a current flowing through the 

active semiconductor region with a current intensity (HI) less than a specified threshold current intensity and a current flowing 
through the active semiconductor region with a current intensity (H2) greater than the threshold current intensity. 
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(57) Zusammenrassung: Eine erfindungsgemasse Halbleitervorrichtung mm Emittieren von Licht bei anlegen einer Spannung um- 
fasst - einen ersten Hableiterberekh (3), dessen Leitfahigkeit auf Ladungstragem eines ersten Leitfahigkeitstyps, also bspw. Elektro- 
nen beruht. - einen zweiten Halbleiterbereich (5), dessen Leitfahigkeit auf Ladungstragem eines zweiten Leitfahigkeitstyps, welche 
eine den Ladungstragem des ersten Leitrahigkeitstyps entgegengeset/.te Ladung besitzen, also bspw. L(5chern, beruht, und - einen 
zwischen dem ersten Halbleiterbereich (3) dem zweiten Halbleiterbereich (5) angeordneten aktiven Halbleiterbereich (7A - 7C), in 
welchem die Lichtemission stattfindet und in den Quantenstrukturen (13, 15) eines Hal blei term aterials mit direkter Bandlucke in min- 
destens zwei unterschiedlichen miteinander gekoppelten Konfigurationen eingebettet sind. Ausserdem ist der erfindungsgemassen 
Halbleitervorrichtung eine Schalteinrichtung (20) zum direkten oder indirekten Beeinflussen des durch den aktiven Halbleiterbereich 
(7 A - 7C) fliessenden Stromes zugeordnet, die derart ausgestaltet ist, dass zumindest zwischen einem Stromfluss durch den aktiven 
Halbleiterbereich mit einer Stromstarke (HI) unterhalb einer bestimmten Schwellenstromstarke und einem Stromfluss durch den 
aktiven Halbleiterbereich mit einer Stromstarke (H2) oberhalb der Schwellenstromstarke hin und her zu schalten ist. 



